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PROCEDE DE REALISATION D'UNE STRUCTURE COMPLEXE PAR ASSEMBLAGE DE STRUCTURES

(57) Abstract: The invention relates to a method of produc-
ing a complex microelectronic structure, in which two basic
microelectronic structures (1, 3) are assembled at the two re-
spective connecting faces (3) thereof. The invention is char-
acterised in that, before assembly, a difference is created in
the tangential stress state between the two faces to be as-
sembled, said difference being selected such as to produce
a pre-determined stress state within the assembled structure
under given conditions in relation to the assembly conditions.

(57) Abrégé : Procédé de réalisation d’une structure micro-
électronique complexe selon lequel on assemble deux struc-
tures microélectroniques élémentaires (1,3) par deux faces
respectives de liaison (3), caractérisé en ce que, avant assem-
blage, on crée une différence d’état de contraintes tangen-
tielles entre les deux faces a assembler, cette différence étant
choisie en sorte d’obtenir au sein de la structure assemblée
un état de contraintes prédéterminé dans des conditions don-
nées par rapport aux conditions d’assemblage.



